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  یدهچک

  

 ینا.  شدندی بار معرفین اولي هرتز برایگا گ5/7 باند ي پهنایص با تخص2002در سال  UWB هايسیستم

  باندي که خود نشات گرفته از پهناین پائی به علت داشتن نرخ انتقال داده بالا به همراه توان مصرفیستمس

 یندر ضمن، ا.  کرده استیدا پی مخابرتهايیستم سیان را در میادي زیت و محبوبیتبالا است، مقبول

 یوئی مختلف رادهايینه در زمشماريی بي کاربردهایجادخود مسبب ا UWB ي تکنولوژنظیری بهايیتقابل

 ی بخش جلوئیک به زمندیا نشده است، به طور حتم نیف که هنوز به طور کامل تعري تکنولوژینا. شده است

 ي برایز کم نويها کنندهیت اکثر تقوین، از اپیش.  خواهد بودیز کننده کم نویت تقویک الخصوصیو عل

 ي روشهاهائییستم سین، طراحان چنUWB ي با ظهور تکنولوژی ولشدندی می طراحیک باند باريکاربردها

 به ثبت رساندند که به عنوان نمونه یعباند وس به یک باند باريها کنندهیت تقویل تبدي را برايمتعدد

 کننده چند یت مشترك، تقویت گیدبک،ساختار ف. ها بود روشین از ایکیگذر یان میلترهاياستفاده از ف

 5/7 یع استفاده از باند وسي برایر است که در چند سال اخیطبقه و استفاده از ترانسفورماتور هم از نمونه هائ

 داشت نتظار اتوانی نمیگر دیکرون، میر زهاييبا حرکت به سمت تکنولوژ. انداده شده دیشنهاد پیگاهرتزگ

 و یزبه خصوص عدد نو LNA  قابل قبول سنجش عملکردیارهاي بتوان به معی سنتيها طرحینکه با چن

ف  حذهايیک به سمت اتخاذ تکنیع مدارات باند وسیکرد رویرا علت اخینبه هم.  کردیدا دست پسازيیخط

 و ید، فواUWB ي تکنولوژی اجمالی بعد از معرفنامهیان پایندر ا.  کرده استیدا و حذف اعوجاج سوق پیزنو

 ي تکنولوژین استفاده از ايکه برا DS-CDMA و MB-OFDM هايیستم سیح آن، به تشريکاربردها

 ییندر ادامه به تب. ست شده ای بررسیرنده گياند پرداخته شده و سپس چند نمونه معمار داده شدهیشنهادپ

 به يپرداخته و سپس ساختارها یداري و پاسازيی خطیز، فرکانس بالا همچون عدد نوی طراحیه اولیممفاه

  مداریتدر نها. شودی و معادلات حاکم بر آنها آورده می معرفیعباند وس LNA کارگرفته شده در مدارات

LNA یز و نیز حذف نوهايیک با استفاده از تکننامهیان پایندر ا. کنیمی می را معرفیشنهادي پیعباند وس 

 استفاده ي برایشنهادي پیعابتدا مدار باند وس.  شده استی طراحیعباند وس  LNAمدارحذف اعوجاج، چند 

 شده ی معرفباشد،ی هرتز میگا گ1/3-15/5از  DS-CDMA یستمکه طبق س UWB  باندیندر قسمت پائ

 یز امپدانس و نیق که جهت تطبي ورودیلترهاين داده شده است چگونه ف نشاین مدار همچنیندر ا. است

 مدار که در ینا. شوندی مدار میز عدد نویش سبب افزاگردند،ی مدار استفاده میکردن باند فرکانسنییتع

 1/3- 15/5 ی شده است، در باند فرکانسی ولت طراح2/1 یهبا ولتاژ تغذ  0.13μm RFCMOS يتکنولوژ

 کل توان یکهدر حالdB 8/1  برابر بانیممی میزو عدد نو+ dBm 4/4 برابر با  dB10 ،IIP3 ه بهره بیگاهرتزگ

 با یع باند وسیشنهادي مدار پیسپس روند تکامل.  کرده استیدا دست پباشد،ی وات میلی م2/5 آن یمصرف

 یندر ا. رده شده است آوکند،ی کار میگاهرتز گ1/3-6/10 ی فرکانسیف که در طیگاهرتز گ5/7 باند يپهنا

 را یعباند وس LNA ی دو مدار نهائیت کرده و در نهای شده را بررسیشنهاد متعدد پيبخش ساختارها

 ی ولت طراح2/1 یهبا ولتاژ تغذ 0.13μm RFCMOS ي که در تکنولوژیی مدار نهاینا. کنیمیاستخراج م

  برابر بایز عدد نو+dBm 5 برابر با  dB3/13،IP3  به بهرهیگاهرتز گ6/10 تا 1/3 یشده است، در باند فرکانس

dB3/4-7/2 کرده استیدا دست پباشد،ی وات میلی م8/13 آن ی مصرفان کل تویکهدر حال . 
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Abstract 

 
With the permission of federal communication commission (FCC), Ultra Wide Band (UWB) 
systems first proposed in 2002. According to the FCC, the frequency band of 3.1-10.6 GHz 
with the bandwidth of 7.5 GHz is allocated to the UWB systems. Based on its high data rate 
and low power consumption which is due to the high bandwidth, this UWB system is turned 
to the most prominent communication system. It also introduced numerous applications like 
radar systems and RFID tags. Although this UWB technology is not completely defined, it 
urgently requires RF front-end and specially Low Noise Amplifier (LNA) as one of its parts. 
Before the emergence of UWB systems, most of LNAs were designed for narrow-band 
applications. After that, RF designers tried hard to meet the needs of UWB systems by 
bringing applicable circuits to the market. First, the trend toward designing an UWB LNA 
was through combination of Band-Pass Filters (BPF) and narrow-band amplifiers. Feedback 
and Common gate (CG) amplifiers, multi stage amplifiers and utilizing integrated 
transformers in amplifiers, are some instances which are suggested to work in UWB domain. 
In the sub-micron technologies like 0.13 μm RF CMOS it is not applicable to provide 
simultaneous benchmarks of low noise figure (NF) and high third-order intercept point (IIP3) 
while dissipating only a few power consumption. That’s why the new trend toward designing 
UWB LNAs based on currently published papers, passed through implementing noise and 
distortion canceling. In this thesis after briefly defining UWB technology, its advantages and 
applications, we have introduced two common proposed UWB systems which are DS-CDMA 
and MB-OFDM. Then, we have studied common receiver architectures like heterodyne, 
homodyne, wide-band IF, and low-IF architectures. Introducing the fundamentals of high-
frequency design like NF, IIP3, stability, input and output matching , techniques of increasing 
gain-bandwidth (GBW) product is the next topic which is done in this thesis. After that, we 
have brought various topologies for UWB LNA which is reported in the past few years. In 
this thesis, we have designed UWB LNAs using the noise and also distortion canceling. First 
we have designed an UWB LNA which is best suited to the low band of UWB system which 
is 3.1-5.15 GHz according to the DS-CDMA proposal. Moreover, we have shown how the 
input matching network witch is mounted in the entrance of UWB LNAs cause the increase of 
total NF of the circuit. Second UWB LNA which we have designed is adapted for the 7.5 
GHz of UWB system. For designing such a circuit, we have passed an evolution trend which 
is stated in detail in the body of this thesis. The outcome of this evolution trend was two 
prominent LNA which entails a couple of techniques of noise canceling, distortion canceling, 
shunt and series peaking and current-reused architecture. This final circuit which designed in 
a 0.13μm RF CMOS, achieves the power gain of 13.3 dB with the noise figure of 2.7-4.3 dB 
in the whole UWB band of 3.1-10.6 GHz and the IIP3 of +5 dBm while drawing 13.8 mW 
from the power supply of 1.2 V. 
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